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内容概要

本书作者根据多年的经验，由浅入深地对太阳能电池进行详细的解说。
首先对太阳能光电产业的历史演进及基本理论做简单的介绍，并分别对多晶硅原料、单晶硅片和多晶
硅片等原料的制造技术进行介绍，然后对所有硅基太阳能电池的制造技术做了说明，包括结晶硅太阳
能电池、薄膜型结晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池等。
本书还对目前转换效率最高的Ⅲ-Ⅴ族化合物太阳能电池、CdTe化合物太阳能电池、CIS和CIGS太阳能
电池、染料敏化太阳能电池的制造技术做了详细的介绍。
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章节摘录

版权页：   插图：    CVD技术中包含了非常复杂的化学与物理现象，它通常可由化学反应及输送现象
的交互作用来描述。
这些现象可归为质量传输控制及表面动力控制两类。
 质量传输控制是通过对流、扩散等输送现象，使反应气体及反应产物在主气流及基板表面之间传送的
一种现象。
其中，传输速率与压力及气流速率有关，同时也会受到基板表面边界层的扩散速率的影响。
例如，在高温沉积硅薄膜时，就是主要由质量传输控制，所产生的薄膜厚度的均匀性可能较差，但可
采用冷炉壁的设计来改善。
在冷炉壁的设计中，基板可以直接被加热，使得沉积反应仅发生在受热的基板表面，而不会发生在冷
炉壁上。
 表面动力控制是指发生在基板表面的物理现象，包括反应物的吸附、化学反应、晶格的嵌入及产物的
释出。
这些表面动力学主要由化学反应速度所控制，所以与反应温度有关。
如果在低温沉积硅薄膜，就是属于表面动力控制方式，所产生的薄膜厚度的均匀性较佳，但由于温度
的控制很重要，所以一般需采用热炉壁的设计。
 利用CVD技术来沉积产生硅薄膜，可以采用许多不同的基板，包括在单晶片上沉积单晶硅薄膜，以及
在玻璃基板或不锈钢箔上沉积出微晶硅薄膜（μc-Si）。
而CVD技术又可细分为以下4种。
 1.APCVD APCVD是在接近于大气压的状况下进行化学气相沉积的系统，它是一种质量传输控制方式
，基板在炉管里的安置必须比较松散，才可能让反应气体有效地传输到基板表面。
也有人利用光学快速加热的APCVD系统，研发出所谓的RTCVD方式，它使用一个特殊的晶舟，里面
安置两层基板，而气体可直接通到晶舟内，避免薄膜沉积在炉壁上，因此有比较高的化学良率。
 2.LPCVD LPCVD是在低压下（1～100Pa）进行的化学气相沉积法，属于表面动力控制的方式，基板在
炉管里的安置必须比较紧密。
它的生产成本可以比APCVD低，但是它的沉积速率一般比较慢。
利用LPCVD长出的硅薄膜的结晶性能与反应温度有关，通常反应温度为580～620℃，所得的硅薄膜仍
具有完整的结晶性，低于这个反应温度，所得到的硅薄膜仅具有部分的结晶性，甚至可能变成非晶硅
。
 LPCVD法适合用于将硅薄膜长在其他材质的基板上，这是因为它可以长出较大晶粒的硅薄膜，而且
可以长在大面积的基板上。
与PECVD法相比，利用LPCVD法产生的多晶硅薄膜，其晶粒内部的应变比较小而且表面损伤程度也
较小，所以载子的漂移率比较快。
它的缺点则是具有较多的晶格缺陷，因此扩散长度比较小。
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编辑推荐

《太阳能电池新技术》最后对太阳能光电系统与应用做了简单的说明，使读者可以融会贯通并应用于
生活中。
《太阳能电池新技术》适合从事太阳能电池产业的工程人员及学术研究者，或是有兴趣的人士参考阅
读。
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